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(57) Abstract 

The invention concerns an integrated circuit comprising: at least a first and a second supply terminals (418, 420); at least one active 
zone (303, 304, 306, 308) formed in a substrate thin layer (206), and electrically connected to at least one of the supply terminals. The 
mvention is characterised in that die circuit further comprises decoupling capacitive means formed by at least one dielectric c^acitor (1 10. 
1 12, 1 14) connected between said first and second supply terminals and formed in a region of the substrate electricaUy insulated from the 
substrate thin layer (206). The invention is useful for producing portable electronic appliances, for example. 
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Circuit int6gr6 comprenant: au moins une premiere et une deuxi6me borne d'alimentation (418, 420), au moins une zone active (302, 
304, 306, 308) fonn6e une couche niince (206) d'un substrat, et relive 61ectriquenient k Tune au moins des bomes d'alimentation. 
Confomidment ^ Tinvention, le circuit comporte en outre des moyens capacitifs de d^ouplage formds par au moins une capacity k 
di^lectrique (110, 112, 114) connect6e entre lesdites premiere et deuxi^me bomes d'alimentation et fomfide dans une r6gion du substrat 
isolfe 61ectriquement de la couche mince (206) du substrat Application k la realisation d'appareils 61ectioniques portables, par exemple. 
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CIRCUIT INTEOffi DE TYPE SOI A CAPACITE DE DECOUPLAGE, 
ET PROCEDE DE REALISATION D'UN TEL CIRCUIT 

Domaine technique 
5 L* invention concerne une structure de circuit 

integre comprenant des mo yens capacitifs de decouplage 
des bornes d' alimentation du circuit. 

Elle trouve des applications dans les domaines 
de la micro-electronique pour la realisation de 

10 circuits k composants MOS/ MIS ou bipolaires, et permet 
de reduire le bruit parasite engendre sur les 
alimentations §lectriques des circuits, provoqu6s 
notamment par des appels de courant transitoires. 

De fagon plus precise, 1' invention peut etre 

15 mise a profit dans des appareils portables incluant par 
exemple des microprocesseurs, des circuits de 
telephonie sans fil, ou dans toutes applications 
utilisant les technologies SOI pour leurs 
caracteristiques en basse consommation. 

20 

Etat de la technique anterieure 

Dans les circuits integres, la distribution des 
masses et des potentiels d' alimentation vers les 
dispositifs actifs, c'est-a-dire vers les transistors 

25 par exemple, est r§alis6e par des lignes d' alimentation 
en un materiau conducteur electrique. Or, lors du 
fonctionnement des circuits, les lignes d' alimentation 
doivent fournir des courants transitoires dont 
I'intensite peut etre relativement elevee. 

30 Selon I'intensite de ces courants, mais aussi 

selon leur localisation, les courants transitoires sont 
susceptibles de generer un bruit parasite sur les 
lignes et le syst^me d' alimentation. 
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De facon g^n^rale, dans les circuits 
electroniques/ on utilise des condensateurs de filtrage 
connectes entre les homes des systemes d' alimentation 
pour diminuer le bruit parasite, et places le plus pres 
5 possible de la source de courant transitoire. 

Dans le domaine de 1 ' electronique integree la 
realisation des condensateurs de filtrage peut poser 
probleme. Cependant, la structure de certains types de 
circuits integres, tels que les circuits CMOS (Metal- 

10 Oxyde-Semiconducteur-Complementaires) sur substrat 
massif, permet de decoupler naturellement les 
potentiels d' alimentation et le potentiel de masse. 

La figure 1 est une coupe sch^matique d'une 
portion de circuit integr^ de type CMOS usuel. 

15 Sur cette figure, la r6f6rence 10 d^signe un 

substrat massif de silicium du type de conductivite P. 
Dans ce substrat est forme un caisson 12 de type N. Les 
references 14 et 16 d^signent des transistors k effet 
de chaaip realises respectivement dans le substrat de 

20 type P et dans le caisson de type N. 

Des zones actives fortement dopees 14a, 14b, 
16a, 16b, 18 et 20 forment respectivement les sources 
et drains des transistors ^ effet de champ 14, 16, et 
des prises de contact pour les regions de type P et N. 

25 La zone active 18, de type P* est en contact 

avec le substrat de type P et la zone active 20 de type 
N*. est en contact avec le caisson de type N. 

Une epaisse. couche d'isolant electrique 22 
recouvre le substrat et les composants 14, 16 qui y 

30 sont realises. Cette couche est travers^e par des 
ouvertures 24 emplies d'un materiau conducteur 
electrique permettant de relier les zones actives a des 
pistes conductrices 26, 28, 30 formees au-dessus de la 
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couche d'isolant electrique 22. Les ouvertures emplies 
de materiau conducteur electrique sont encore appelees 
"vias". 

Les vias permettent de relier des zones actives 
5 entre elles, Ceci est le cas, par exemple/ des vias 
connectes a la piste conductrice centrale 26 et qui 
relient electriquement entre elles les zones actives 
14b et 16a. Les vias permettent egalement de relier les 
zones actives et/ou des regions du siibstrat a des 

10 homes d' alimentation . 

Sur la figure 1, les bornes d' alimentation sont 
constituees par les pistes conductrices 28, 30 qui sont 
reliees a une . source de tension d' alimentation 31 
represents sch6matiquement en trait discontinu. 

15 La piste conductrice 28 constitue une borne de 

masse. Elle est reliee a la zone active 14a du premier 
transistor 14, et au substrat 10 par 1 ' intermediaire de 
la zone active 18. Une deuxieme borne d' alimentation/ 
form6e par la piste conductrice 30, est reliee 

20 notamment au caisson 12 par 1 ' intermediaire de la zone 
active 20. 

Le caisson 12 forme avec le substrat 10 une 
jonction semi-conductrice qui presente une certaine 
capacite de jonction et qui se trouve connectee entre 
25 les bornes d' alimentation 28, 30, en parallele avec les 
composants . 

La capacite de la jonction caisson-subs trat 
permet de filtrer ainsi 1' alimentation et de reduire le 
bruit parasite d\i § des appels de courant. 
30 II existe d'autres types de structures CMOS, a 

caissons N, a caissons P, ou a double caissons. Des 
capacites de jonction formSes entre les caissons et le 
sxjdDstrat permettent generalement d'obtenir un 
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decouplage intrinseque entre la borne de masse et les 
autres homes alimentation. 

Un certain nombre de circuits integres realises 
actuellement ne sont cependant pas fomes sur un 
5 substrat massif, comme evoque ci-dessus, mais sont 
formes dans une couche mince d'un support presentant 
une structure de type silicium sur isolant, Une telle 
structure, usuellement designee par "SOI" (silicon On 
Insulator) , comporte une couche de materiau isolant 

10 electrique, par exemple d'oxyde, qui separe la couche 
mince de silicium d'une partie massive du support. La 
realisation de circuits integres sur des substrats de 
type SOI permet d'augmenter la densite d' integration, 
de reduire les capacites parasites et d'ameliorer les 

15 performances des circuits en termes de frequence de 
fonctionnement et de consommation. 

Dans le cas des circuits realises sur des 
sxibstrats SOI, 1* isolation entre les differents 
composants ou zones actives est realisee par des zones 

20 d'oxyde* 

Ainsi, le decouplage entre les masses et les 
autres bornes d' alimentation, qui se fait par 
I'intermediaire du substrat dans les structures sur 
substrat massif, est beaucoup plus faible dans les . 

25 circuits realises sur des substrats de type SOI. 

Un bruit plus important est done observe dans 
ces circuits • Ce probldme est expose par exemple dans 
le document (1) dont la reference est precisee a la fin 
de la present e description, 

30 Une solution possible pour reduire le bruit 

parasite consiste a ajouter au circuit integre, forme 
dans la couche mince de la structure SOI, des capacites 
de decouplage. Ces capacites peuvent etre realisees en 
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utilisant la capacity de grille d'un ou de plusieurs 
transistors. A titre d' example, on peut utiliser un 
transistor de type NMOS dont la grille est reliee a une 
borne d' alimentation et dont la source et le drain sont 
5 connectes a la masse, Une capacite de meilleure qualite 
peut etre obtenue par une implantation adaptee du canal 
d'un tel transistor. 

Cependant, les transistors ou autres capacites 
dedies au decouplage des bornes d' alimentation sont 
10 places sur la structure SOI a cote des transistors 
formant la partie fonctionnelle du circuit integre. lis 
occupent ainsi une place utile, ce qui conduit k une 
augmentation de la surface totale des puces 
§lectroniques . 

15 On peut se r6f§rer a ce sujet aux documents (2) 

et (3) dont les r6f6rences sont precis§es a la fin de 
la description. 

Un arriere-plan technologique de 1' invention 
est aussi illustre par le document (4) . 

20 

Expose de 1' invention 

La presente invention a pour but de proposer un 
circuit integre forme dans une couche mince isolee d'un 
substrat/ tel que par exemple une couche mince d'un 
25 substrat SOI, ne presentant pas les limitations 
mentionnees ci-dessus. 

Un but est en particulier de proposer un 
circuit incluant des moyens pour decoupler les bornes 
d'une ou de plusieurs alimentations, qui permettent de 
30 reduire efficacement le bruit parasite des 
alimentations . 

Un but est encore de proposer un tel circuit 
utilisant une surface de puce reduite. 
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Pour atteindre ces buts, 1' invention a plus 
precis§ment pour objet un circuit integre comprenant : 
- au moins une premiere et une deuxieme bornes 
d ' alimentation/ 

5 - au moins une zone active formee dans une couche mince 
d'un substrat, et reliee electriquement a I'une au 
moins des bornes d' alimentation. 

Conformement a 1' invention, le circuit integre 
comporte en outre des moyens capacitifs de decouplage 
10 formes par au moins une capacity a dielectrique 
connectee entre lesdites premiere et deuxieme bornes 
d'alimentation, et formee dans une region du substrat 
Isolde electriquement de la couche mince du substrata 

Au sens de la presente invention^ on entend par 
15 zone active une zone de la couche mince presentant un 
type de dopage determine • Un circuit electronique peut 
comporter un tr^s grand nombre de zones actives qui 
peuvent constituer notamment des parties de transistors 
telles que les sources ou les drains des transistors- 
20 Par ailleurs/ le circuit peut etre alimente en 

energie par une ou plusieurs alimentations. On designe 
. par borne d' alimentation un element conducteur relie a 
une alimentation et dont le potentiel est fixe par 
ladite alimentation. Une borne d' alimentation 
25 particuliere est la borne de masse. 

Grace 4 1' invention, comme les moyens 
capacitifs de decouplage ne sont pas realises dans la 
couche mince, ils ne reduisent pas la place disponible 
pour les composants fonctionnels du circuit integre, 
30 c'est-i-dire pour les zones actives. 

Selon un aspect particulier avantageux, la 
region comportant les moyens capacitifs de decouplage 
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peut s'etendre au moins en partie en-dessous de la zone 
active ou des zones actives du circuit integre. 

Cette caracteristique pemet de contribuer 
encore davantage k la reduction de la surface totale de 
5 la puce comportant le circuit • 

Les mo yens capacitifs de decouplage de 
1' invention peuvent comporter une ou plusieurs 
capacites a dielectrique. On designe par capacite a 
dielectrique une capacite formee de fagon comparable a 

10 un condensateur, c'est-a-dire avec deux armatures en un 
materiau conducteur electrique, separees par un 
materiau isolant electrique, 

Ainsi, .la region du substrat isolee de la 
couche mince peut comporter au moins une premiere et au 

15 moins une deuxieme couches de materiau conducteur 
electrique/ electriquement isolees I'une de I'autre, 
presentant respectivement au moins une face en regard/ 
et relives respectivement aux premiere et deuxieme 
bornes d' alimentation. 

20 Les premiere et deuxieme couches de materiau 

conducteur, par exemple en silicium dope ou en siliciiam 
polycristallin, peuvent etre separees par une couche 
d'oxyde de silicium. 

Selon un perf ectionnement de 1* invention/ les 

25 moyens capacitifs de decouplage peuvent comporter au 
moins une couche conductrice electrique formant une 
armature de condensateur, et connectee i au moins une 
zone active pour relier ladite zone active a une borne 
d ' alimentation . 

30 L' utilisation des moyens de decouplage pour 

distribuer une alimentation electrique aux zones 
actives est non seulement tres favorable pour diminuer 
encore davantage les bruits parasites, mais permet 



wo 99/66559 



PCT/FR99/01403 



8 



aussi de liberer une place importante pour realiser des 
pistes d' interconnexion des parties actives et de 
transport des signaux. Ces pistes sont generalement 
formees sur xin cote de la couche mince oppose a la 
5 partie massive du substrat SOI. 

L' invention concerne egalement un precede de 
realisation d'un circuit integre equipe de moyens 
capacitifs a dielectrique. Ce precede comporte les 
etapes successives suivantes : 
10 a) formation sur un substrat comprenant une premiere 
couche conductrice, dans I'ordre a partir de la 
surface, une premiere couche isolante et une 
deuxieme couche conductrice, 

b) mise en forme de la deuxieme couche conductrice pour 
15 laisser subsister au moins une portion de la 

deuxieme couche conductrice separee de la premiere 
couche conductrice par la premiere couche isolante, 

c) formation d'une deuxieme couche isolante enrobant la 
portion de la deuxieme couche conductrice, 

20 d) realisation sur la deuxieme couche isolante d'une 
couche mince de mater iau semi-conducteur, 
e) formation dans la couche mince d'au moins un 
composant comprenant au moins une zone active et 
oxydation de la couche mince entre les composants, 

25 f) formation sur la couche mince d'une couche isolante 
^lectrique epaisse, 

g) formation d'ouvertures traversant la couche isolante 
epaisse, la couche mince, et la couche de materiau 
isolant electric[ue en dehors des composants pour 

30 atteindre les premiere et deuxieme couches 

conductrices, 

h) mise en place de materiau conducteur dans les 
ouvertures, et formation des interconnexions 
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electriques pour relier les premiere et deuxiSme 
couches conductrices respectivement k des premiere 
et deuxieme bornes d' alimentation electrique. 

L'etape g) peut 6galement comporter la 
5 formation d'ouvertures traversant la couche isolante 
§paisse pour atteindre des zones actives de la couche 
mince, ces ouvertures §tant aussi emplies de materiau 
conducteur electrique pour relier entre elles 
selectivement des zones actives ou pour relier des 
10 zones actives aux bornes d' alimentation electrique. 

D'autres caracteristiques et avantages de la 
presente invention ressortiront mieux de la description 
qui va suivre, en reference aux figures des dessins 
annexes. Cette description est donnee a titre purement 
15 illustratif et non limitatif . 

Breve description des figures 

- La figure 1, deja decrite, est une coupe 
sch§matique d'une portion de circuit integree CMOS de 

20 type connu realisee sur un substrat de silicium massif- 

- Les figures 2 a 8 sont des coupes 
schematiques simplifiees illustrant des etapes 
successives de fabrication d'un circuit integre 
conforme a 1' invention, 

25 

Description detaillee de modes de mise en oeuvre de 
1 ^ invention 

La figure 2 montre un siabstrat 100 de type N 
dans lequel on a forme une premiere couche conductrice 
30 110 fortement dopee N*- Cette couche 110 est formee par 
exemple par implantation d' arsenic avec une dose de 
3.10^^.cm'^, suivie d'un recuit a 950'*C pendant 1 heure. 
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Sur la premiere couche conductrice 110 sont 
success ivement formees une premiere couche d'oxyde 112 
et une deuxieme couche conductrice 114. La couche 
d'oxyde 112 est formee par croissance avec une 
5 . epaisseur de 15 nm, par exemple. 

La deuxieme couche 114, conductrice/ est une 
couche de silicium polycristallin dope N* et est depos^ 
avec une epaisseur de I'ordre de 600 nm, par exemple. 
(Sur la figure les epaisseurs des couches ne sont pas 
10 proportionnelles, mais representees en echelle libre) • 

La premiere couche d'oxyde 112 et la deuxieme- 
couche conductrice 114 sont gravees avec arret sur la 
premiere couche conductrice 110 en silicium selon un 
motif permettant de preserver une portion de la 
15 deuxieme couche conductrice 114 et la couche d'oxyde 
112 sous-jacente. 

Comme le montre la figure 3, une deuxieme 
couche d'oxyde 116 est deposee sur le substrat de fagon 
a encapsuler la portion de la deuxieme couche 
20 conductrice 114 preservee lors de la gravure. 
L' epaisseur de la deuxieme couche d'oxyde est par 
exemple de 1,5 pm, 

Cette couche est rendue plane par un polissage 
mecanochimique lors duquel on preserve de preference 
25 une epaisseur d'oxyde de I'ordre de 0,2 yim au-dessus du 
silicium polycristallin de la deuxieme couche 
conductrice 114. 

Une etape ulterieure illustree par les figures 
4 et 5 cons is te a reporter sur la deuxieme couche 
30 d'oxyde 116 une structure SOI comprenant une couche* 
d'oxyde 202 et une couche superf icielle mince de 
silicium 206. Ces couches sont reportees a partir d'un 
deuxieme substrat 200. 
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Le deuxieme siibstrat 200 est une plaque de 
silicium k la surface de laquelle est fomee la couche 
superficielle d'oxyde de silicium 202. Une zone de 
fragilisation 204, definie par exemple " par 
5 1 * implantation d'ions de gaz rare ou d' azote dans le 
substrat 200, delimite initialement dans celui-ci la 
couche mince de silicium 206 en contact avec la couche 
superficielle d'oxyde de silicium. La zone de 
fragilisation 204 s'etend de fagon sensiblement 

10 parallele a la surface du deuxieme substrat. 

Comme I'indiquent des f leches 208 le deuxieme 
substrat 200 est reporte sur le premier substrat 100 en 
tournant la couche superficielle d'oxyde 202 vers la 
face du premier substrat de silicium dans laquelle 

15 1 • implantation a et6 pratiqu§e. Cette face est designee 
par face superieure. 

La couche d'oxyde 202 est solidaris^e de la 
face superieure du premier substrat, par exemple, par 
des forces de liaison atomique. 

20 Puis, un traitement thermique approprie permet 

de Oliver le deuxieme substrat 200 selon la zone de 
fragilisation 204 et de s^parer la couche mince 206 du 
deuxieme substrat. 

Dans la couche mince 206 sont ensuite formees 

25 des zones actives 302, 304, 306, 308 de transistors 
310, 312. Les parties restantes de la couche mince sont 
oxydees et des grilles de transistors 314, 316 sont 
formees sur la couche mince. Une couche epaisse 
d'isolant, telle qu'une couche d'oxyde 320 est form^e 

30 au-dessus de la couche mince de fagon a enrober les 
grilles des transistors. On obtient la structure 
illustree par la figure 6. 
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Les zones 302, 304 sont dopees N* et foment les 
-source et drain d'un premier transistor NMOS 310. Les 
zones 306 et 308 sont dopees P* et forment les source 
et drain d'un deuxieme transistor 312 PMOS. Les 
5 references 314^ 316 d^signent respect ivement les 
grilles des transistors 306 et 308, formees sur la 
couche mince superf icielle, par 1 ' intermediaire d'une 
couche d'oxyde de grille 318. 

Les parties de la couche mince superf icielle 

10 206, situees entre les transistors 310 et 312 sont 
oxydees afin d'isoler mutuellement ces composants. 

Enfin, comme indique ci-dessus, une couche 
isolante epaisse 320 est formee a la surface du 
siibstrat pour recouvrir entierement les grilles. 

15 On peut observer que I'agencement mutuel des 

transistors, c'est-&-dire des zones actives, et les 
premiere et deuxieme couches conductrices du substrat, 
est tel que les zones actives chevauchent partiellement 
les premiere et deuxieme couches conductrices 110, 114* 

20 La figure 7 illustre une etape ulterieure lors 

de laquelle des ouvertures 402, 404, 406, 408 sont 
pratiquees dans la couche d'oxyde epaisse pour 
atteindre les zones actives 302, 304/ 306, 308 
respectivement • 

25 Ces ouvertures sont pratiquees par gravure 

ionique reactive avec arret sur le silicium des zones 
actives, Elles presentent un diam^tre de 0,5 pm par 
exemple, 

Des ouvertures 410, 412 sont egalement 
30 pratiquees a travers la couche d'oxyde epaisse, ^ 
travers la couche de silicium oxydee en dehors des 
zones actives, ^ travers la couche d'oxyde 202 reportee 
sur le Slabs trat, et a travers la deuxieme couche 
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d'oxyde 116 pour atteindre respect ivement les premiere 
et deiixieme couches conductrices 110, 114. Ces 
ouvertures peuvent presenter un diametre plus fort, par 
exemple de 0,8 pm. Toutes les operations d'ouverture 
5 (de 402 a 412) peuvent eventuelleiaent etre simultan^es . 

Les ouvertures 410, 412 atteignant les couches 
conductrices ne constituent pas un encombrement trop 
important a la surface de la puce dans la me sure ou 
elles sent generalement nettement moins nombreuses que 
10 les ouvertures pratiquees a 1' aplomb des zones actives. 
On observe par ailleurs, que toutes les 
ouvertures sont pratiquees a travers des materiaux 
electriquement isolants. 

Apres un nettoyage chimique du fond des 
15 ouvertures et la formation eventuellement d'une couche 
414 de barriere de diffusion, par exemple en Ti/TiN, 
les ouvertures sont en^lies d'un materiau conducteur 
tel que du tungstene depose par CVD pour former des 
vias . 

20 Puis, comme le montre la figure 8 des pistes 

conductrices sont realisees sur la surface de la couche 
d'isolant epais 320. Ces pistes conductrices 416, 418, 
420 sont en contact avec les vias, Elles sont formees 
par depot puis gravure selon un masque d'une couche de 

25 materiau conducteur. 

La piste 418, par exemple, est connect6e a la 
source 302 du premier transistor 310 et a la premiere 
couche conductrice 110. Elle forme avec la premiere 
couche conductrice 110 une borne d' alimentation, en 

30 1' occurrence la borne de masse. 

La piste 420 qui constitue une deuxieme borne 
d' alimentation et est reliee k la source 308 du 



wo 99/66559 



PCT/FR99/01403 



deuxieme transistor 312 et a la portion restante de la 
deuxieme couche conductrice 114 dans le substrat. 

Les premiere et deuxi^e couches conductrices 
110, 114 s6parees par la premiere couche d'oxyde 112, 
5 constituent les armatures d'un condensateur de 
d^couplage des homes de 1' alimentation. 

De plus, la premiere couche conductrice 110 du 
substrat peut etre utilis^e comme une ligne 
d' alimentation, par exemple comme ligne de masse 

10 commune. Ceci est le cas dans 1' exemple de la figure 8 
oil une zone active 302 est reliee k la premiere couche 
conductrice 110 par 1 ' intermediaire de vias et d'une 
piste conductrice 418. Une place plus importante peut 
alors §tre r6serv§e k la surface de I'oxyde 6pais 320 

15 pour realiser des interconnexions entre con5>osants. De 
maniere analogue, la deuxi&ae couche conductrice 114 
peut §tre utilis6e comme une ligne d' alimentation. 

La description qui pr§c6de se r§f6re k des 
exemples de circuits realises avec un faible nombre de 

20 composants et avec seulement deux homes 
d' alimentation. L' invention s' applique cependant 
egalement a des circuits comprenant un nombre tres 
important de composants et de zones actives, alimentes 
par une pluralite de sources d' alimentation distinctes. 

25 Le nombre de homes d' alimentation et, 6ventuellement, 
le nombre de capacit6s de decouplage est alors 
multiplie. 

On observe 6galement que comme la realisation 
des capacites et des zones actives sont bien 
30 distinctes, il est possible d'optimiser separ§ment les 
parametres de fabrication de ces Elements. Ceci 
. constitue un avantage supplementaire par rapport aux 
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circuits de I'art anterieur realise sur ion substrat 
massif. 
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REVEMDICA.TIONS 
1. Circuit integre comprenant : 
- au moins une premiere et une deuxieme bomes 
d' alimentation (418, 420), 
5 - au moins une zone active (302, 304, 306, 308) formee 
dans une couche mince (206) d'un substrat, et reliee 
§lectriquement k I'une au moins des bornes 
d' alimentation, 
caract^rise en ce qu'il comporte en outre des moyens 
capacitifs de decouplage formes par au moins une 
capacite a dielectrique (110, 112, 114) connectee entre 
lesdites premiere et deuxieme bornes d' alimentation et 
formee dans . une region du substrat isolee 
electriquement de la couche mince (206) du substrat. 
15 2. Circuit int6gr6 selon la revendication 1, 

dans lequel la region comportant les moyens capacitifs 
de decouplage s'6tend au moins en partie sous ladite 
zone active. 

3. Circuit selon la revendication 1, dans 
20 lequel la region 4u substrat isolee de la couche mince 

(206) comporte au moins une premiere et au moins une 
deuxieme couches de materiau conducteur electrique 

(110, 114), electriquement isolees, presentant 
respectivement au moins une face en regard, et reliees 
25 respectivement aux premiere et deuxieme bornes 
d' alimentation, les premiere et deuxi&ae couches 
formant les armatures d'au moins une capacity It 
dielectrique. 

4. Circuit selon la revendication 3, dans 
lequel les premiere et deuxieme couches (110, 114) sont 
respectivement s6par6es par une couche d'oxyde de 
silicium (112) . 



30 
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5. Circuit selon la revendication 1, dans 
lequel ledit condensateur de d^couplage comporte au 
moins une couche conductrice (110) electrique formant 
une armature, ladite couche 6tant connect6e a au moins 

5 une zone active (302) pour relier ladite zone active a 
une borne d' alimentation. 

6. Precede de realisation d'un circuit integre 
6quip6 de moyens de decouplage capacitif de bornes 
d' alimentation Electrique comprenant les etapes 

10 successives suivantes : 

a) formation, sur un substrat (100) comprenant une 
premiere couche conductrice (110), dans I'ordre k 
partir de la surface, une premiere couche isolante 
(112) et une deuxieme couche conductrice (114), 

15 b) mise en forme de la deuxi&ae couche conductrice 
(114) pour laisser subsister au moins une portion de 
la deuxieme couche conductrice separee de la 
premiere couche conductrice par la couche isolante, 

c) formation d'une deuxidme couche isolante (116) 
20 enrobant la portion de la deuxieme couche 

conductrice, 

d) realisation sur la deuxieme couche isolante (116) 
d'une couche mince (206) de materiau semi- 
conduct eur, 

25 e) formation dans la couche mince d'au moins un 
composant comprenant au moins une zone active (302, 
304, 306, 308) et oxydation de la couche mince entre 
les composants, 

f) formation sur la couche mince d'une couche isolante 
30 electrique epaisse (320), 

g) formation d'ouvertures traversant la couche isolante 
§paisse, la couche mince (206) , et la couche de 
materiau isolant electrique (116) en dehors des 
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composants pour atteindre les premiere et deuxieme 
couches conductrices, 
h) mise en place de materiau conducteur dans les 
ouvertures et formation d' interconnexions 
electriques pour relier les premiere et deuxidme 
couches conductrices respectivement S des premiere 
et deuxi&ae bomes d' alimentation electrique. 

7. Procede selon la revendication 6, dans 
lequel I'etape g) comporte en outre la formation 
d' ouvertures traversant la couche isolante epaisse pour 
atteindre des zones actives de la couche mince, ces 
ouvertures etant egalement emplies lors de I'etape h) 
de materiau conducteur pour relier des zones actives 
selectivement entre elles ou pour relier des zones 

15 actives aux bornes de 1' alimentation electrique. 

8. Proc§de selon la revendication 6, dans 
lequel I'etape d) comporte le report sur le substrat 
d'une plaque de silicium (200) presentant une couche 
superficielle d'oxyde de silicium (202), la couche 

20 d'oxyde de silicium etant solidaris^e de la deuxieme 
couche isolante et la plaque de silicium etant clivee 
pour laisser d la surface du substrat la couche mince 
(206) de mat§riau semi-conducteur. 

9. Procede selon la revendication 6, dans 
25 lequel on effectue un polissage de la deuxieme couche 

isolante (116) apres I'etape c) 
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